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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１端子および第２端子の間に設けられたメインスイッチと、
　前記第１端子、前記第２端子、および前記メインスイッチのゲートに接続され、前記メ
インスイッチをオンとする場合に、前記第１端子の電圧および前記第２端子の電圧のうち
、大きい方または小さい方の電圧を前記メインスイッチのゲートに供給して、前記メイン
スイッチを流れる電流の方向によらず同一のゲートソース電圧を前記メインスイッチに供
給するスイッチ制御部と、
　を備えるスイッチ装置。
【請求項２】
　前記スイッチ制御部は、前記メインスイッチをオンとする場合に、前記第１端子および
前記第２端子の少なくとも一方からの電圧を基準とする前記ゲートソース電圧を前記メイ
ンスイッチのゲートに供給する請求項１に記載のスイッチ装置。
【請求項３】
　第１端子および第２端子の間に設けられたメインスイッチと、
　前記メインスイッチをオンとする場合に、前記第１端子の電圧および前記第２端子の電
圧の間の中間電圧を前記メインスイッチのゲートに供給して、前記メインスイッチを流れ
る電流の方向によらず同一のゲートソース電圧を前記メインスイッチに供給するスイッチ
制御部と、
　を備えるスイッチ装置。
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【請求項４】
　前記スイッチ制御部は、
　前記第１端子および前記第２端子の電圧を入力して前記ゲートソース電圧を生成するゲ
ートソース電圧生成部と、
　前記メインスイッチをオンとする場合に、前記ゲートソース電圧生成部に対して前記第
１端子および前記第２端子の電圧を入力し、前記メインスイッチをオフとする場合に、前
記ゲートソース電圧生成部に対する前記第１端子および前記第２端子の電圧の入力を遮断
するオン制御部と、
　を有する請求項１から３のいずれか一項に記載のスイッチ装置。
【請求項５】
　前記スイッチ制御部は、
　前記第１端子および前記第２端子の電圧を入力して前記ゲートソース電圧を生成するゲ
ートソース電圧生成部と、
　前記メインスイッチをオンとする場合に、前記ゲートソース電圧生成部が出力した前記
ゲートソース電圧を前記メインスイッチに供給し、前記メインスイッチをオフとする場合
に、前記メインスイッチに対する前記ゲートソース電圧の供給を遮断するオン制御部と、
　を有する請求項１から３のいずれか一項に記載のスイッチ装置。
【請求項６】
　前記スイッチ制御部は、前記メインスイッチをオフとする場合に、前記メインスイッチ
をオフとするオフ電圧を前記メインスイッチのゲートに供給するオフ制御部を有する請求
項１から５のいずれか一項に記載のスイッチ装置。
【請求項７】
　前記メインスイッチは、ＧａＮ半導体スイッチである請求項１から６のいずれか一項に
記載のスイッチ装置。
【請求項８】
　被試験デバイスを試験する試験装置であって、
　前記被試験デバイスとの間で信号を伝送して前記被試験デバイスを試験する試験部と、
　前記試験部と前記被試験デバイスとの間を電気的に接続または切断する、請求項１から
７のいずれか一項に記載のスイッチ装置と、
　を備える試験装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スイッチ装置および試験装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気信号の通過および遮断を切り換えるスイッチ装置として、ＦＥＴ（Ｆｉｅｌｄ　Ｅ
ｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：電界効果トランジスタ）等の半導体スイッチを用い
る場合があった（例えば、特許文献１参照）。
　特許文献１　特開平６－２４４６９４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、このような半導体スイッチは、通過および遮断させる電気信号の電圧範
囲が狭い。特に、電気信号を通過させている場合に、入力信号を正の電圧方向に大きくす
ると、ゲート電圧との差が大きくなって半導体スイッチは遮断するように動作し始める。
同様に、電気信号を遮断させている場合に、入力信号を負の電圧方向に大きくすると、ゲ
ート電圧との差が小さくなって半導体スイッチは通過するように動作し始める。このよう
な電気信号の電圧範囲を拡大する目的で、当該電気信号の電圧に応じたオフセット電圧を
ゲート電極に印加すると、半導体スイッチを通過する電流の方向によって、ゲートソース
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電圧が異なってしまう。したがって、このような半導体スイッチは、通過および遮断させ
る電気信号の電圧範囲を拡大しつつ、オン抵抗を電流の方向によって対称な特性にするこ
とが困難であった。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の第１の態様においては、第１端子および第２端子の間に設けられたメインスイ
ッチと、メインスイッチをオンとする場合に、メインスイッチを流れる電流の方向によら
ず同一のゲートソース電圧をメインスイッチに供給するスイッチ制御部と、を備えるスイ
ッチ装置を提供する。
【０００５】
　なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また
、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本実施形態に係るスイッチ装置１００の構成を示す。
【図２】ＦＥＴのゲートソース間電圧ＶＧＳに対するドレイン電流ＩＤの特性の例を示す
。
【図３】本実施形態に係るスイッチ装置１００の変形例を示す。
【図４】本実施形態に係る試験装置２００の構成を被試験デバイス３００と共に示す。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範
囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組
み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【０００８】
　図１は、本実施形態に係るスイッチ装置１００の構成を示す。スイッチ装置１００は、
第１端子または第２端子に入力される入力信号に応じたゲート電圧を供給して、第１端子
および第２端子間を電気的に接続または切断する。スイッチ装置１００は、メインスイッ
チ１１０と、制御信号送信部１２０と、スイッチ制御部１３０と、オフ電圧部１４０とを
備える。
【０００９】
　メインスイッチ１１０は、第１端子および第２端子の間に設けられる。メインスイッチ
１１０は、第１端子および第２端子の間にソースおよびドレインが接続され、第１端子ま
たは第２端子に入力される入力電圧とゲート電圧との差に応じてオンまたはオフとなるＦ
ＥＴを有する。メインスイッチ１１０は、複数のＦＥＴを有してよく、本例においては、
１つのＦＥＴを有する例を説明する。
【００１０】
　メインスイッチ１１０は、ＮチャネルのＦＥＴであってよく、これに代えて、Ｐチャネ
ルのＦＥＴであってよい。また、メインスイッチ１１０は、一例として、デプレッション
型のＦＥＴでる。メインスイッチ１１０は、化合物半導体で形成されるＦＥＴであってよ
く、これに代えて、ＭＯＳＦＥＴであってもよい。メインスイッチ１１０は、一例として
、ＧａＮ半導体スイッチである。
【００１１】
　本実施例において、メインスイッチ１１０のソースは、第１端子に接続される側の端子
および第２端子に接続される側のうち、キャリアが供給される方の端子として説明する。
例えば、メインスイッチ１１０がＮチャネルのＦＥＴの場合で、かつ、第１端子電圧が第
２端子電圧よりも大きい場合、電流の流れる方向は第１端子から第２端子に向かい、ＦＥ
Ｔにキャリア（電子）が供給される方向は第２端子側から第１端子側となる。したがって
、この場合、ＦＥＴの第２端子側の端子をソースとする。ここで、メインスイッチ１１０
がＮチャネルのＦＥＴの場合で、かつ、第１端子電圧が第２端子電圧よりも小さい場合は
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、電流の流れる方向が逆向きになるので、ＦＥＴの第１端子側の端子をソースとする。
【００１２】
　また、メインスイッチ１１０がＰチャネルのＦＥＴの場合で、かつ、第１端子電圧が第
２端子電圧よりも大きい場合、電流の流れる方向は第１端子から第２端子に向かい、ＦＥ
Ｔにキャリア（正孔）が供給される方向は第１端子側から第２端子側となる。したがって
、この場合、ＦＥＴの第１端子側の端子をソースとする。ここで、メインスイッチ１１０
がＰチャネルのＦＥＴの場合で、かつ、第１端子電圧が第２端子電圧よりも小さい場合は
、電流の流れる方向が逆向きになるので、ＦＥＴの第２端子側の端子をソースとする。
【００１３】
　制御信号送信部１２０は、スイッチ制御部１３０に接続され、制御信号を送信して、メ
インスイッチ１１０のオンまたはオフを切り換える。一例として、制御信号送信部１２０
は、メインスイッチ１１０をオンにする場合は、スイッチ制御部１３０にオン信号を送信
し、メインスイッチ１１０をオフにする場合は、スイッチ制御部１３０にオフ信号を送信
する。
【００１４】
　スイッチ制御部１３０は、メインスイッチ１１０のゲートに接続され、メインスイッチ
１１０をオンとする場合に、メインスイッチ１１０を流れる電流の方向によらず同一のゲ
ートソース電圧をメインスイッチに供給する。スイッチ制御部１３０は、第１端子および
第２端子にそれぞれ接続され、第１端子および第２端子にそれぞれ印加される電圧に応じ
たゲートソース電圧をメインスイッチ１１０に供給する。
【００１５】
　ここで、スイッチ制御部１３０は、第１端子と第２端子との間の電位差の絶対値が等し
い場合、第１端子と第２端子との間に流れる電流の方向によらず、同一のゲートソース電
圧を供給する。例えば、スイッチ制御部１３０は、メインスイッチ１１０をオンとする場
合に、第１端子および第２端子の少なくとも一方からの電圧を基準とするゲートソース電
圧をメインスイッチ１１０のゲートに供給する。
【００１６】
　一例として、スイッチ制御部１３０は、メインスイッチ１１０をオンとする場合に、第
１端子の電圧および第２端子の電圧のうち、大きい方または小さい方からの電圧をメイン
スイッチ１１０のゲートに供給する。スイッチ制御部１３０およびメインスイッチ１１０
の動作については、後に詳細を説明する。スイッチ制御部１３０は、オン制御部１３２と
、ゲートソース電圧生成部１３４と、オフ制御部１３６とを有する。
【００１７】
　オン制御部１３２は、制御信号送信部１２０、第１端子、および第２端子にそれぞれ接
続され、制御信号送信部１２０から受信する制御信号に応じて、第１端子および第２端子
をゲートソース電圧生成部１３４に接続または遮断する。例えば、オン制御部１３２は、
制御信号送信部１２０からオン信号を受け取ってメインスイッチ１１０をオンとする場合
に、ゲートソース電圧生成部１３４に対して第１端子および第２端子の電圧を入力する。
【００１８】
　また、オン制御部１３２は、制御信号送信部１２０からオフ信号を受け取ってメインス
イッチをオフとする場合に、ゲートソース電圧生成部に対する第１端子および第２端子の
電圧の入力を遮断する。オン制御部１３２は、一例として、制御信号に応じて導通および
非導通を切り換える２以上のスイッチ回路を含む。
【００１９】
　ゲートソース電圧生成部１３４は、オン制御部１３２に接続され、第１端子および第２
端子の電圧を入力してゲートソース電圧を生成する。ゲートソース電圧生成部１３４は、
メインスイッチ１１０のゲートに接続され、第１端子および第２端子の電圧に応じて、メ
インスイッチ１１０をオンにするゲートソース電圧を生成し、当該ゲートソース電圧を当
該ゲートに供給する。
【００２０】



(5) JP 5183814 B1 2013.4.17

10

20

30

40

50

　オフ制御部１３６は、メインスイッチ１１０のゲートおよびオフ電圧部１４０にそれぞ
れ接続され、メインスイッチ１１０をオフとする場合に、メインスイッチ１１０をオフと
するオフ電圧をメインスイッチ１１０のゲートに供給する。オフ制御部１３６は、制御信
号送信部１２０に接続され、制御信号送信部１２０からのオフ信号を受け取ったことに応
じて、オフ電圧をメインスイッチ１１０のゲートに供給する。オフ制御部１３６は、一例
として、制御信号に応じて、オフ電圧部１４０からメインスイッチ１１０のゲートまでの
導通および非導通を切り換えるスイッチ回路を含む。
【００２１】
　オフ電圧部１４０は、メインスイッチ１１０のオフ電圧を出力する。オフ電圧部１４０
は、メインスイッチ１１０に用いられるＦＥＴの種類と、第１端子および第２端子に印加
される電圧の最小電圧値または最大電圧値とに応じて、予め定められた電圧を供給する。
【００２２】
　図２は、ＦＥＴのゲートソース間電圧ＶＧＳに対するドレイン電流ＩＤの特性の例を示
す。ＦＥＴは、一例として、図２のＡからＤに示すような特性を有する。
【００２３】
　図中のＡは、ゲートソース間電圧が０でもドレイン電流が流れるノーマリオンの特性を
有する、Ｎチャネルのデプレッション型ＦＥＴの特性を示す。本例において、Ｎチャネル
のデプレッション型ＦＥＴは、ゲートソース間電圧が－６Ｖ以上の場合に完全にオンとな
り、ゲートソース間電圧が－９Ｖ以下の場合に完全にオフとなる。
【００２４】
　図中のＢは、ゲートソース間電圧が０ではドレイン電流が流れないノーマリオフの特性
を有する、Ｎチャネルのエンハンスメント型ＦＥＴの特性を示す。エンハンスメント型Ｆ
ＥＴは、デプレッション型ＦＥＴに比べてオンになるゲートソース間電圧が高くなる。
【００２５】
　図中のＣは、ゲートソース間電圧が０でもドレイン電流が流れるノーマリオンの特性を
有する、Ｐチャネルのデプレッション型ＦＥＴの特性を示す。ＰチャネルのＦＥＴは、Ｎ
チャネルのＦＥＴとは反対に、ゲートソース間電圧をマイナス方向に低減させることに応
じて、ドレイン電流が増加する特性を有する。本例において、Ｐチャネルのデプレッショ
ン型ＦＥＴは、ゲートソース間電圧が＋６Ｖ以下の場合に完全にオンとなり、ゲートソー
ス間電圧が＋９Ｖ以上の場合に完全にオフとなる。
【００２６】
　図中のＤは、ゲートソース間電圧が０ではドレイン電流が流れないノーマリオフの特性
を有する、Ｐチャネルのエンハンスメント型ＦＥＴの特性を示す。エンハンスメント型Ｆ
ＥＴは、デプレッション型ＦＥＴに比べてオンになるゲートソース間電圧の絶対値が高く
なる。
【００２７】
　ここで、一例として、メインスイッチ１１０が図２のＡに示すＮチャネルのデプレッシ
ョン型ＦＥＴを有する場合を説明する。この場合、オフ電圧部１４０は、第１端子および
第２端子に印加される電圧の最小電圧値に応じて、予め定められた電圧を供給する。本例
においては、第１端子および第２端子に印加される電圧の最小電圧値を０Ｖとして説明す
る。
【００２８】
　この場合、オフ電圧部１４０は、例えば、オフ電圧として－１４Ｖの電圧を出力する。
これによって、制御信号送信部１２０がメインスイッチ１１０をオフにすべく、オフ信号
をスイッチ制御部１３０に送信すると、当該オフ信号に応じて、オフ制御部１３６は、オ
フ電圧をメインスイッチ１１０のゲートに供給する。また、当該オフ信号に応じて、オン
制御部１３２は、第１端子および第２端子からゲートソース電圧生成部１３４までの電気
的接続を遮断するので、ゲートソース電圧生成部１３４はゲートソース電圧を生成しない
。
【００２９】
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　したがって、メインスイッチ１１０のゲートに供給される電圧は、オフ電圧部１４０が
出力するオフ電圧となる。ここで、第１端子および第２端子に印加される電圧の最小電圧
値は０Ｖなので、メインスイッチ１１０のゲートソース電圧は、－１４Ｖ以下となる。即
ち、メインスイッチ１１０は、第１端子および第２端子に印加される電圧によらずオフに
なる。
【００３０】
　これに対して、制御信号送信部１２０がメインスイッチ１１０をオンにすべく、オン信
号をスイッチ制御部１３０に送信すると、当該オン信号に応じてオフ制御部１３６は、オ
フ電圧部１４０からメインスイッチ１１０のゲートまでの電気的接続を遮断する。また、
当該オン信号に応じてオン制御部１３２は、第１端子および第２端子からゲートソース電
圧生成部１３４までを電気的に接続する。ゲートソース電圧生成部１３４は、第１端子お
よび第２端子に応じたゲートソース電圧を生成する。
【００３１】
　ここで、ゲートソース電圧生成部１３４は、メインスイッチ１１０をオンとする場合に
、第１端子および第２端子の少なくとも一方からの電圧を基準とするゲートソース電圧を
生成する。例えば、ゲートソース電圧生成部１３４は、第１端子の電圧および第２端子の
電圧のうち、大きい方または小さい方からの電圧を生成する。
【００３２】
　本例において、第１端子に＋６Ｖ、第２端子に＋４．５Ｖが印加され、ゲートソース電
圧生成部１３４が、第１端子の電圧および第２端子の電圧のうち、小さい方からの電圧を
生成する場合を説明する。この場合、第１端子の電圧よりも第２端子の電圧の方が小さい
ので、ゲートソース電圧生成部１３４は、第２端子の＋４．５Ｖを生成してメインスイッ
チ１１０のゲートに供給する。すると、メインスイッチ１１０のソース電圧は、第２端子
の＋４．５Ｖなので、ゲートソース電圧が０Ｖになってメインスイッチ１１０は、オンに
なる。
【００３３】
　また、本例において、第１端子に＋６Ｖ、第２端子に＋７．５Ｖが印加された場合を説
明する。この場合、第２端子の電圧よりも第１端子の電圧の方が小さいので、ゲートソー
ス電圧生成部１３４は、第１端子の＋６Ｖを生成してメインスイッチ１１０のゲートに供
給する。すると、メインスイッチ１１０のソース電圧は、第１端子の＋６Ｖなので、ゲー
トソース電圧が０Ｖになってメインスイッチ１１０は、オンになる。
【００３４】
　ここで、第１端子の電圧および第２端子の電圧のうち小さい方の電圧は、メインスイッ
チ１１０のソース電圧となる。したがって、ゲートソース電圧生成部１３４は、当該小さ
い方の電圧をゲート電圧として供給することで、メインスイッチ１１０を流れる電流の方
向によらず、メインスイッチ１１０をオンにする一定のゲートソース電圧を供給すること
ができる。
【００３５】
　このようなゲートソース電圧生成部１３４は、例えば、第１端子の電圧および第２端子
の電圧のうち、第１端子の電圧が高い場合に第２端子の電圧を出力する回路を含む。この
場合、ゲートソース電圧生成部１３４は、第１端子の電圧および第２端子の電圧のうち、
第２端子の電圧が高い場合に第１端子の電圧を出力する回路を更に含む。
【００３６】
　次に、本例において、第１端子に＋６Ｖ、第２端子に＋４．５Ｖが印加され、ゲートソ
ース電圧生成部１３４が、第１端子の電圧および第２端子の電圧のうち、大きい方からの
電圧を生成する場合を説明する。この場合、第２端子の電圧よりも第１端子の電圧の方が
大きいので、ゲートソース電圧生成部１３４は、第１端子の＋６Ｖを生成してメインスイ
ッチ１１０のゲートに供給する。すると、メインスイッチ１１０のソース電圧は、第２端
子の＋４．５Ｖなので、ゲートソース電圧が＋１．５Ｖになってメインスイッチ１１０は
、オンになる。
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【００３７】
　また、本例において、第１端子に＋６Ｖ、第２端子に＋７．５Ｖが印加された場合を説
明する。この場合、第１端子の電圧よりも第２端子の電圧の方が大きいので、ゲートソー
ス電圧生成部１３４は、第２端子の＋７．５Ｖを生成してメインスイッチ１１０のゲート
に供給する。すると、メインスイッチ１１０のソース電圧は、第１端子の＋６Ｖなので、
ゲートソース電圧が＋１．５Ｖになってメインスイッチ１１０は、オンになる。
【００３８】
　このように、ゲートソース電圧生成部１３４は、第１端子の電圧および第２端子の電圧
のうち、大きい方または小さい方の電圧をゲート電圧として供給する。これによって、ゲ
ートソース電圧生成部１３４は、第１端子と第２端子との間の電位差の絶対値が等しい場
合、メインスイッチ１１０を流れる電流の方向によらず、メインスイッチ１１０をオンに
する一定のゲートソース電圧を供給することができる。
【００３９】
　このようなゲートソース電圧生成部１３４は、例えば、第１端子の電圧および第２端子
の電圧のうち、第２端子の電圧が低い場合に第１端子の電圧を出力する回路を含む。この
場合、ゲートソース電圧生成部１３４は、第１端子の電圧および第２端子の電圧のうち、
第１端子の電圧が低い場合に第２端子の電圧を出力する回路を更に含む。
【００４０】
　以上の本実施形態に係るスイッチ装置１００において、ゲートソース電圧生成部１３４
は、第１端子の電圧および第２端子の電圧のうち、大きい方または小さい方からの電圧を
生成する例を説明した。これに代えて、ゲートソース電圧生成部１３４は、メインスイッ
チ１１０をオンとする場合に、第１端子の電圧および第２端子の電圧の間の中間電圧をメ
インスイッチ１１０のゲートに供給してもよい。
【００４１】
　例えば、第１端子に＋６Ｖ、第２端子に＋４．５Ｖが印加される場合を説明する。この
場合、ゲートソース電圧生成部１３４は、中間電圧である＋５．２５Ｖを生成してメイン
スイッチ１１０のゲートに供給する。すると、メインスイッチ１１０のソース電圧は、第
２端子の＋４．５Ｖなので、ゲートソース電圧が＋０．７５Ｖになってメインスイッチ１
１０は、オンになる。
【００４２】
　また、本例において、第１端子に＋６Ｖ、第２端子に＋７．５Ｖが印加された場合を説
明する。この場合、ゲートソース電圧生成部１３４は、中間電圧である＋６．７５Ｖを生
成してメインスイッチ１１０のゲートに供給する。すると、メインスイッチ１１０のソー
ス電圧は、第１端子の＋６Ｖなので、ゲートソース電圧が＋０．７５Ｖになってメインス
イッチ１１０は、オンになる。
【００４３】
　以上のように、ゲートソース電圧生成部１３４は、第１端子の電圧および第２端子の電
圧の和を１／２にした中間電圧をメインスイッチ１１０のゲートに供給する。これによっ
て、ゲートソース電圧生成部１３４は、第１端子と第２端子との間の電位差の絶対値が等
しい場合、メインスイッチ１１０を流れる電流の方向によらず、メインスイッチ１１０を
オンにする一定のゲートソース電圧を供給することができる。
【００４４】
　このようなゲートソース電圧生成部１３４は、例えば、第１端子の電圧および第２端子
の電圧差が１．５Ｖ程度といった予め定められた電圧差の場合に、第１端子の電圧を出力
する回路を含む。この場合、ゲートソース電圧生成部１３４は、第１端子の電圧および第
２端子の電圧差が１．５Ｖ程度といった予め定められた電圧差の場合に、第２端子の電圧
を出力する回路を更に含む。
【００４５】
　以上の本実施形態に係るスイッチ装置１００において、メインスイッチ１１０は、Ｎチ
ャネルのデプレッション型ＦＥＴを有する例を説明した。これに代えて、メインスイッチ
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１１０は、図２のＣに示すＰチャネルのデプレッション型ＦＥＴを有してもよい。この場
合、オフ電圧部１４０は、第１端子および第２端子に印加される電圧の最大電圧値に応じ
て、予め定められた電圧を供給する。本例においては、第１端子および第２端子に印加さ
れる電圧の最大電圧値を０Ｖとして説明する。
【００４６】
　この場合、オフ電圧部１４０は、例えば、オフ電圧として＋１４Ｖの電圧を出力する。
これによって、制御信号送信部１２０がメインスイッチ１１０をオフにすべく、オフ信号
をスイッチ制御部１３０に送信すると、当該オフ信号に応じて、オフ制御部１３６は、オ
フ電圧をメインスイッチ１１０のゲートに供給する。また、当該オフ信号に応じて、オン
制御部１３２は、第１端子および第２端子からゲートソース電圧生成部１３４までの電気
的接続を遮断するので、ゲートソース電圧生成部１３４はゲートソース電圧を生成しない
。
【００４７】
　したがって、メインスイッチ１１０のゲートに供給される電圧は、オフ電圧部１４０が
出力するオフ電圧となる。ここで、第１端子および第２端子に印加される電圧の最大電圧
値は０Ｖなので、メインスイッチ１１０のゲートソース電圧は、＋１４Ｖ以上となる。即
ち、メインスイッチ１１０は、第１端子および第２端子に印加される電圧によらずオフに
なる。
【００４８】
　これに対して、制御信号送信部１２０がメインスイッチ１１０をオンにすべく、オン信
号をスイッチ制御部１３０に送信すると、当該オン信号に応じてオフ制御部１３６は、オ
フ電圧部１４０からメインスイッチ１１０のゲートまでの電気的接続を遮断する。また、
当該オン信号に応じてオン制御部１３２は、第１端子および第２端子からゲートソース電
圧生成部１３４までを電気的に接続する。ゲートソース電圧生成部１３４は、第１端子お
よび第２端子に応じたゲートソース電圧を生成する。
【００４９】
　本例においては、一例として、第１端子に－６Ｖ、第２端子に－４．５Ｖが印加され、
ゲートソース電圧生成部１３４が、第１端子の電圧および第２端子の電圧のうち、小さい
方からの電圧を生成する場合を説明する。この場合、第２端子の電圧よりも第１端子の電
圧の方が小さいので、ゲートソース電圧生成部１３４は、第１端子の－６Ｖを生成してメ
インスイッチ１１０のゲートに供給する。すると、メインスイッチ１１０のソース電圧は
、第２端子の－４．５Ｖなので、ゲートソース電圧が－１．５Ｖになってメインスイッチ
１１０は、オンになる。
【００５０】
　また、本例において、第１端子に－６Ｖ、第２端子に－７．５Ｖが印加された場合を説
明する。この場合、第１端子の電圧よりも第２端子の電圧の方が小さいので、ゲートソー
ス電圧生成部１３４は、第２端子の－７．５Ｖを生成してメインスイッチ１１０のゲート
に供給する。すると、メインスイッチ１１０のソース電圧は、第１端子の－６Ｖなので、
ゲートソース電圧が－１．５Ｖになってメインスイッチ１１０は、オンになる。
【００５１】
　このようなゲートソース電圧生成部１３４は、例えば、第１端子の電圧および第２端子
の電圧のうち、第２端子の電圧が高い場合に第１端子の電圧を出力する回路を含む。この
場合、ゲートソース電圧生成部１３４は、第１端子の電圧および第２端子の電圧のうち、
第１端子の電圧が高い場合に第２端子の電圧を出力する回路を更に含む。
【００５２】
　次に、本例において、第１端子に－６Ｖ、第２端子に－４．５Ｖが印加され、ゲートソ
ース電圧生成部１３４が、第１端子の電圧および第２端子の電圧のうち、大きい方からの
電圧を生成する場合を説明する。この場合、第１端子の電圧よりも第２端子の電圧の方が
大きいので、ゲートソース電圧生成部１３４は、第２端子の－４．５Ｖを生成してメイン
スイッチ１１０のゲートに供給する。すると、メインスイッチ１１０のソース電圧は、第
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２端子の－４．５Ｖなので、ゲートソース電圧が０Ｖになってメインスイッチ１１０は、
オンになる。
【００５３】
　また、本例において、第１端子に－６Ｖ、第２端子に－７．５Ｖが印加された場合を説
明する。この場合、第２端子の電圧よりも第１端子の電圧の方が大きいので、ゲートソー
ス電圧生成部１３４は、第１端子の－６Ｖを生成してメインスイッチ１１０のゲートに供
給する。すると、メインスイッチ１１０のソース電圧は、第１端子の－６Ｖなので、ゲー
トソース電圧が０Ｖになってメインスイッチ１１０は、オンになる。
【００５４】
　このように、ゲートソース電圧生成部１３４は、第１端子の電圧および第２端子の電圧
のうち、大きい方または小さい方の電圧をゲート電圧として供給する。これによって、ゲ
ートソース電圧生成部１３４は、第１端子と第２端子との間の電位差の絶対値が等しい場
合、メインスイッチ１１０を流れる電流の方向によらず、メインスイッチ１１０をオンに
する一定のゲートソース電圧を供給することができる。
【００５５】
　このようなゲートソース電圧生成部１３４は、例えば、第１端子の電圧および第２端子
の電圧のうち、第２端子の電圧が低い場合に第１端子の電圧を出力する回路を含む。この
場合、ゲートソース電圧生成部１３４は、第１端子の電圧および第２端子の電圧のうち、
第１端子の電圧が低い場合に第２端子の電圧を出力する回路を更に含む。
【００５６】
　以上のように、メインスイッチ１１０がＰチャネルのデプレッション型ＦＥＴを有する
場合も、スイッチ制御部１３０は、メインスイッチ１１０がＮチャネルのデプレッション
型ＦＥＴを有する場合と同様の動作を実行することで、メインスイッチ１１０のオンおよ
びオフを切り換えることができる。また、ゲートソース電圧生成部１３４が、第１端子の
電圧および第２端子の電圧の間の中間電圧をメインスイッチ１１０のゲートに供給する場
合においても、上述した動作と同様の動作を実行することで、メインスイッチ１１０のオ
ンおよびオフを切り換えることができる。
【００５７】
　以上の本実施形態に係るスイッチ装置１００は、メインスイッチ１１０を通過および遮
断させる電気信号の電圧に応じたゲートソース電圧を供給するので、当該電気信号の電圧
範囲を拡大することができる。また、スイッチ装置１００は、第１端子および第２端子の
電圧に応じたゲートソース電圧をメインスイッチに供給するので、第１端子および第２端
子に入力される電気信号の電圧範囲を拡大することができる。
【００５８】
　ここで、例えば、メインスイッチ１１０が有するＦＥＴをＧａＮ系ＨＥＭＴで形成する
ことで、スイッチ装置１００は、より高い電圧を扱うことができる。例えば、スイッチ装
置１００は、入力電圧範囲を数十Ｖにすることができる。また、スイッチ装置１００は、
第１端子および第２端子のいずれの入力信号に対しても、扱える電圧範囲を数十Ｖに拡大
することができる。
【００５９】
　ここで、ＦＥＴは、図２で説明したように、ゲートソース電圧に応じてソースドレイン
間に流れる電流が変化する特性を有するので、ゲートソース電圧に応じてオン抵抗が変化
する。スイッチ装置１００は、第１端子と第２端子との間の電位差の絶対値が等しい場合
、メインスイッチを流れる電流の方向によらず同一のゲートソース電圧をメインスイッチ
に供給することができる。即ち、第１端子と第２端子との間の電位差の絶対値が等しい場
合、スイッチ装置１００は、メインスイッチを流れる電流の方向によらず、メインスイッ
チ１１０が有するＦＥＴのオン抵抗を等しくさせることができる。
【００６０】
　図３は、本実施形態に係るスイッチ装置１００の変形例を示す。本変形例のスイッチ装
置１００において、図１に示された本実施形態に係るスイッチ装置１００の動作と略同一
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のものには同一の符号を付け、説明を省略する。
【００６１】
　本変形例のゲートソース電圧生成部１３４は、第１端子および第２端子に接続され、第
１端子および第２端子の電圧を入力してゲートソース電圧を生成する。本変形例のゲート
ソース電圧生成部１３４がゲートソース電圧を生成する動作は、以上の本実施例で説明し
た動作と略同一なのでここでは省略する。ゲートソース電圧生成部１３４は、オン制御部
１３２に接続され、生成したゲートソース電圧をオン制御部１３２に出力する。
【００６２】
　本変形例のオン制御部１３２は、メインスイッチ１１０のゲートに接続され、メインス
イッチ１１０をオンとする場合に、ゲートソース電圧生成部１３４が出力したゲートソー
ス電圧をメインスイッチ１１０に供給する。また、オン制御部１３２は、メインスイッチ
１１０をオフとする場合に、メインスイッチ１１０に対するゲートソース電圧の供給を遮
断する。オン制御部１３２は、制御信号送信部１２０に接続され、制御信号送信部１２０
にからの制御信号に応じて、ゲートソース電圧の供給および遮断を切り換える。
【００６３】
　以上の本変形例のスイッチ装置１００は、スイッチ制御部１３０が有するオン制御部１
３２と、ゲートソース電圧生成部１３４との接続関係が、図１で説明したスイッチ装置１
００と異なる。しかしながら、本変形例のスイッチ制御部１３０は、入力される電気信号
および出力する電気信号が図１で説明したスイッチ制御部１３０と略同一であり、制御信
号に応じた動作も略同一である。
【００６４】
　したがって、本変形例のスイッチ装置１００は、図１および図２で説明した動作と略同
一に動作することができる。即ち、本変形例のスイッチ装置１００は、第１端子と第２端
子との間の電位差の絶対値が等しい場合、メインスイッチを流れる電流の方向によらず同
一のゲートソース電圧をメインスイッチに供給することができる。
【００６５】
　ここで、図１の実施形態のオン制御部１３２は、第１端子および第２端子の電圧が入力
され、ゲートソース電圧生成部１３４に当該２つの電圧の供給および遮断を切り換えるの
で、一例として、２以上のスイッチ回路で構成することができる。
【００６６】
　ここで、本変形例のゲートソース電圧生成部１３４は、第１端子および第２端子の電圧
が入力されてゲートソース電圧を出力するので、一例として、２入力１出力の回路で構成
することができる。したがって、オン制御部１３２は、制御信号に応じて、ゲートソース
電圧の供給および遮断を切り換えるので、１以上のスイッチ回路で構成することができ、
図１の実施形態に比べてスイッチ回路の最小構成を簡略化することができる。
【００６７】
　以上の本実施形態のスイッチ装置１００において、オン制御部１３２、ゲートソース電
圧生成部１３４、およびオフ制御部１３６は、一例として、スイッチ回路等を含んで構成
される。この場合、スイッチ回路は、例えば、Ｎチャネルのデプレッション型ＦＥＴ、Ｎ
チャネルのエンハンス型ＦＥＴ、Ｐチャネルのデプレッション型ＦＥＴ、および／または
Ｐチャネルのエンハンス型ＦＥＴを含む。
【００６８】
　図４は、本実施形態に係る試験装置２００の構成を被試験デバイス３００と共に示す。
試験装置２００は、アナログ回路、デジタル回路、メモリ、およびシステム・オン・チッ
プ（ＳＯＣ）等の被試験デバイス３００を試験する。試験装置２００は、被試験デバイス
３００を試験するための試験パターンに基づく試験信号を被試験デバイス３００に入力し
て、試験信号に応じて被試験デバイス３００が出力する出力信号に基づいて被試験デバイ
ス３００の良否を判定する。試験装置２００は、被試験デバイスとの間で信号を授受する
試験部２０２と、スイッチ装置１００と、スイッチ制御部２５０とを備える。
【００６９】
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　試験部２０２は、試験信号発生部２１０と、ドライバ２２０と、コンパレータ２３０と
、判定部２４０とを備える。試験信号発生部２１０は、被試験デバイス３００を試験する
ための試験信号を発生させて、ドライバ２２０に出力する。また、試験信号発生部２１０
は、発生させた試験信号に対応する期待値を発生させて判定部２４０に出力する。
【００７０】
　ドライバ２２０は、試験信号発生部２１０から発生された試験信号を被試験デバイス３
００へと供給する。コンパレータ２３０は、試験信号が供給されたことに応じて被試験デ
バイス３００から出力された応答信号の論理値を取得する。判定部２４０は、コンパレー
タ２３０により取得された論理値と期待値とを比較して、被試験デバイス３００の良否を
判定する。
【００７１】
　スイッチ装置１００は、ドライバ２２０と被試験デバイス３００との間に設けられる。
スイッチ装置１００は、スイッチ制御部２５０から供給される制御信号の電圧に応じて、
ドライバ２２０と被試験デバイス３００との間を導通または切断する。スイッチ制御部２
５０は、試験信号発生部２１０による試験時においてスイッチ装置１００を導通状態とし
て、試験信号発生部２１０による試験時以外においてスイッチ装置１００を切断状態とす
る。
【００７２】
　スイッチ制御部２５０は、例えば、制御信号をスイッチ装置１００が備える制御信号送
信部１２０に送信する。この場合、制御信号送信部１２０は受信した制御信号に応じて、
メインスイッチ１１０をオンおよびオフを切り換える制御信号をスイッチ制御部１３０に
送信する。これに代えて、スイッチ制御部２５０は、スイッチ装置１００が備える制御信
号送信部１２０の動作を実行してもよい。この場合、スイッチ制御部２５０は、メインス
イッチ１１０をオンおよびオフを切り換える制御信号をスイッチ制御部１３０に直接送信
する。
【００７３】
　以上の本実施例における試験装置２００は、小型、長寿命、かつ信頼性の高いＦＥＴで
構成され、入力電圧範囲を拡大させたスイッチ装置１００を用いて試験を実行することが
できる。また、試験装置２００は、試験部２０２から被試験デバイス３００へ試験信号を
送信する場合と、被試験デバイス３００から試験部２０２へ応答信号を受信する場合とで
、電気信号を伝送する方向が反転しても、同一の振幅電圧に対して同一のオン抵抗となる
スイッチ装置１００を用いて試験を実行することができる。
【００７４】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えること
が可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発
明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【００７５】
　特許請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、
および方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「
より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用い
るのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲、明
細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説
明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
【符号の説明】
【００７６】
１００　スイッチ装置、１１０　メインスイッチ、１２０　制御信号送信部、１３０　ス
イッチ制御部、１３２　オン制御部、１３４　ゲートソース電圧生成部、１３６　オフ制
御部、１４０　オフ電圧部、２００　試験装置、２０２　試験部、２１０　試験信号発生
部、２２０　ドライバ、２３０　コンパレータ、２４０　判定部、２５０　スイッチ制御
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部、３００　被試験デバイス
【要約】
【課題】入力電圧範囲の大きな半導体スイッチ装置を提供する。
【解決手段】第１端子および第２端子の間に設けられたメインスイッチと、メインスイッ
チをオンとする場合に、メインスイッチを流れる電流の方向によらず同一のゲートソース
電圧をメインスイッチに供給するスイッチ制御部とを備え、スイッチ制御部は、メインス
イッチをオンとする場合に、第１端子および第２端子の少なくとも一方からの電圧を基準
とするゲートソース電圧をメインスイッチのゲートに供給するスイッチ装置を提供する。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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